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化学所与索尼公司合作实现单壁碳纳米管选择性分离/富集 
 

 

化学研究所   

自单壁碳纳米管被发现以来，其优异的电学性能引起了广泛的关注。但

是，现有方法制备的单壁碳纳米管都是金属性管和半导体性管的混合物，两种

管的互相影响会降低彼此的器件性能。为使金属性管和半导体性管各尽其用，

而不是互相影响进而降低彼此的器件性能，单壁碳纳米管的分离/富集就显得

尤为重要，并成为本领域一个亟待解决的瓶颈问题。 

化学所有机固体院重点实验室与日本索尼公司先进材料实验室的科研人员

合作，在单壁碳纳米管分离/富集领域取得了新进展，有关研究成果申请了发

明专利并发表在近期的《先进材料》（Adv. Mater., 2009, 21, 813－

816）上。 

他们采用实验室常用的化学气相沉积装置（图1），在400摄氏度的高温

下通入刻蚀性气体，从而实现了单壁管的选择性分离/富集。与当前广泛报导

的溶液分离方法选择性反应（刻蚀）金属性碳管不同，这种气相刻蚀的方法选

择性刻蚀半导体性单壁管（图2），被刻蚀的碳管转化为二氧化碳气体排出装

置外，而金属性单壁管则被保留在了装置内。本方法对于不同直径范围的半导

体管均有选择性刻蚀作用，尤其是对于直径小于1.18 nm半导体管，刻蚀效率

高达90%。此外，本方法还具有成本低廉，操作方便，易于规模化及对金属性

碳管破坏性小等优点，为大规模富集金属性单壁碳纳米管提供了一个新的思

路。北京大学物理系相关教授还利用密度泛函法对选择性刻蚀进行了理论计

算。 



图1 用于气相刻蚀的电炉装置 

图2 选择性分离前后碳管样品的Raman 光谱（a，b），及紫外可见近

红外光谱（c，d） 
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